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Beschreibung insbesondere bei der zulet2t beschriebenen bekannten 

Verbund-FIQssigkristallanzeige, besteht das Problem, 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum daB eine die Anzeige beobachtende Person wegen der 

Herstellen eines Verbund-Schaltungssubstratesn insbe- nichtanzeigenden Bereiche zwischen benachbarten 
sondere betrifft sie ein Verfahren zum Herstellen eines 5 FlQssigkristallanzeigeblocken, die einer Flache aus eini- 

groBen Verbund-Schaltungssubstrates, bei dem eine gen oder mehreren BUdelementen entspricht, ein Unbe- 

Vielzahl von Substraten, die jedes ein Leitungsmuster hagen empfindet Weiterhin wurden beim herkdmmli- 

aufweisen, mechanisch aneinandergefQgt und die Lei- chen Verfahren die benachbart liegenden FlQssigkri- 

tungsmuster elektrisch miteinander verbunden werden. stailanzeigeblScke nicht elektrisch verbundea Daher 
Das Verfahren ist zum Herstellen einer groBen FlQssig- 10 war es erforderlich, auf jeden Anzeigeblock einen 

kristallanzeige geeignet, wobei wechselseitig eine Viel- Schaltkreis aufzubringen, urn ihn zu treiben. Dieses An- 

zahl unabhangig hergestellter FlQssigkristallanzeige- bringen der Schaltkreise war nicht einfach durchzufQh- 

Substrate verbunden werden. ren. 

Es sind hohe Investitionen erforderlich, um groBfla- Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 

chige Schaltungssubstrate herzustelien, die beispiels- 15 Verfahren zum Herstellen eines Verbund-Schaitungs- 

weise in einer Flussigkristallanzeige verwendet werden. substrates zu schaffen, das es ermdglicht, die FQgeberei- 

Weiterhin besteht bei der Herstellung eines Schaltungs- che zwischen den Substraten klein zu halten. 

substrates mit eber groBen Oberflache eine hohere Diese Aufgabe 16st Patentanspruch 1. 

Wahrscheinlichkeit des Leitungsbruchs und des Kurz- Die Erfindung ermdglicht es unter anderem, erne 

schlusses aufgrund von Staubablagerungen. Die elektri- 20 groBfiachige Flussigkeitskristallanzeige zu bilden, die 

schen Eigenschaften werden aufgrund ungleichmaBiger bei Betrachtung kein Unbehagen erzeugt 

Qualitat des Filmes auf der Oberflache des Substrates Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind in 

uneinheitlich, und es ist schwierig, das Substrat zu trans- den UnteransprQchen angegeben. 

portieren oder handzuhaben. Daher bemOhte man sich, Im folgenden werden Ausf uhrungsbeispiele der Erfin- 

eine Vielzahl von getrennt hergestellten Schaltungssub- 25 dung anhand von Zeichnungen beschrieben. Es zeigen 

straten zu kombinieren, um so eine groBe FlDssigkri- die 

stallanzeige zu bilden. Fig. 1 a bis lc, Fig. 2a bis 2d, Fig. 3a bis 3d, Fig. 4a bis 

Aus der DE 28 31 984 Al ist ein Verfahren zum Ver- 4c, Fig. 5a bis 5d, Fig. 6a bis 6d und Fig. 7a bis 7c jeweils 

binden von Schaltungssubstraten zu entnehmen, bei Darstellungen von Ausfuhrungsformen des Verfahrens 

dem mindestens zwei Substrate, die je ein Leitungsmu- 30 zum Herstellen einer Verbund-FIQssigkristallanzeige 

ster aufweisen (vgL Fig. 8 und Fig. 9 sowie Seite 5, Zeile gemaB der vorliegenden Erfindung, 

5-13 der Beschreibung), aneinandergefQgt und die Tei- Fig. 8 zeigt eine herk&mmliche Verbund-FlQssigkri- 

(e des Leitungsmusters, die einander gegenQberliegen, stallanzeige. 

durch Zwischenschalten eines Haftmittels elektrisch GemaB der vorliegenden Erfindung wird ein groBes 

verbunden werden, wobei das Haftmittel durch das Hin- 35 Verbund-Schaltungssubstrat mit derselben Funktion 

zufugen von leitenden Stoffen leitfahig gemacht wird wie ein hochintegriertes Schaltungssubstrat gebildet, in- 

(vgL Seite 5, Zeile 21-24). dem wechselseitig eine Anzahl getrennter Schaltungs- 

Aus der der DE 37 35 455 Al ist ein Verfahren zum substrate verbunden werden. Eine Verbund-FlGssigkri- 

Herstellen eines Verbund-Schaltungssubstrates als be- stallanzeige, die wie eine hochimegrierte FlOssigkristall- 

kannt zu entnehmen, bei dem die wechselseitig gegen- 40 anzeige arbeitet, wird durch wechselseitiges Verbinden 

Qberliegenden.Seiten einer Vielzahl von Substraten an- einer Anzahl unabhangiger Flassigkristallanzeigesub- 

einandergefQgt und diejenigen Teile des Leitungsmu- strate gebildet Bei der vorliegenden Erfindung besteht 

sters, die sich gegenQberliegen, elektrisch verbunden zwar keine wechselseitige Verbindung zwischen einer 

werden (vgL Zusammenfassung und Fig. 1 und 2 sowie Vielzahl von FlQssigkristallblacken, jedoch smd die 

zugehorige Beschreibung). 45 Stirnseiten unabhangiger FlQssigkristallelemente mit ei- 

Flg. 8 ist eine Querschnittsansicht, die eine herkdmm- nem hochpolymeren Haftmittel oder Hochpolymerket- 

liche Verbund-FIQssigkristallanzeige (JP- ten-Haftmittel mechanisch aneinandergefQgt, die Sub- 

A-124 527/1987) zeigt In Fig. 8 sind ein Schaltkreissub- strate fur die unabhangigen FlQssigkristallanzeigeele- 

strat 1 fQr eine Flussigkristallanzeige, ein Flussigkristall mente, die einander benachbart liegen, sind Qber die 

2 und ein Gegensubstrat 3 dargestellt, das dem Schal- 50 Verbindungsabschnitte elektrisch verbundea Danach 

tungssubstrat 1 mit einem gewissen Abstand gegen- wird eine Verbund-FIQssigkristallanzeige durch EinfQl- 

Qberliegend angeordnet ist, wobei ein Haftmittel 4 vor- len von Flussigkristall, durch Anordnen der Gegensub- 

gesehen ist, um den Raum zwischen dem Schaltungssub- strate und Abstandhalter und durch Aufbringen eines 

strat 1 und dem Gegensubstrat 3 abzudichtea Ein Ab- Haftmittels zum Abdichten des FlQssigkristalls gebildet 

standhaiter 5 ist vorgesehen, um das Schaltungssubstrat 55 Die Fig. la bis lc stellen Querschnittsansichten dar, 

1 und das Gegensubstrat 3 in einem geeigneten Abstand die schematisch eine AusfOhrungsform des Verfahrens 

zu halten. Eine dQnne Platte 6 schlieBt dichtend eine zum Herstellen einer Verbund-FIQssigkristallanzeige 

Endflache der Flussigkristallanzeige ab. Ein Haftmittel 7 gemaB der vorliegenden Erfindung in der Abfolge der 

ist vorgesehen, um gegenQberliegende FlQssigkris tallan- Hers tellungsschritte darstellt 

zeigebI6cke aneinanderzuf Qgen, wobei jedes von diesen 60 Wie in Fig. 1 a gezeigt, wird ein Hochpolyraerketten- 

aus den oben genannten Bestandteilen aufgebaut ist Haftmittel 8 auf die Stirnseite eines FlQssigkristallanzei- 

Eine Verbund-Flussigkristallanzeige, die wie eine ein- ge-Schaltungssubstrates 1 aufgebracht, auf dem ein Lei- 

zige groBe FlQssigkristalJanzeige wirkt, wird gebildet, in tungsmuster 9, welches eine Spannung an einen Treiber 

dem eine Anzahl von nossigkristallanzeigebldcken ent- fQr den Flussigkristall 2 gibt, ausgebildet ist Gleicher- 

sprechend angeordnet und die wechselseitig gegenuber- 65 maBen ist das Hochpoiymerketten-Haftmittel 8 auf ei- 

liegenden Endflachen der BIdcke mit dem Haftmittel 7 ner Stirnseite eines anderen FlQssigkristallanzeige- 

verbunden werden. Schaltungssubstrates 1 aufgebracht Die mit dem Haft- 

Bei den bekannten Verbund-FlQssigkristallanzeigen, mittel 8 versehenen Schaltungssubstrate werden zusam- 
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3 4 
mengefOgt, indem die Stirnseiten, auf die das Haf tmittel GemaB der obenbeschriebenen AusfQhrungsform der 
8 aufgebracht ist, in Kontakt gebracht werden. AIs Haft- vorliegenden Erfindung kann eine herkdmmliche Her- 
mittel wird bevorzugt ein Epoxykettenhaftmittel (LGX- steUungsvorrichtung ohne Anderungen verwendet wer- 
910-1, hergestellt von Three Bond Inc.) verwendet Ein den, urn mit hoher Ausbeute eine groBe FlQssigkristall- 
Grundsubstrat 1' wird an die RQckseite des Schaltsub- 5 anzeige herzustellen. 

strates 1 angefQgt, urn die mechanische Festigkeit zu Die Fig. 2a bis 2d zeigen eine andere AusfQhrungs- 
erhdhen. Um einen OberschuB an Haftmittel zu entfer- form des Verfahrens zum Herstellen eines Verbund- 
nen, das von der Fl&che der Substrate in ihren Kontakt- Schaltungssubstrates in der Abfolge der Herstellungs- 
bereichen hervorsteht wird Strahlung mit hoher Ener- schritte. 

giedichte auf den vorstehenden Bereich angewandt um 10 In derselben Weise wie in der ersten AusfQhnings- 
den Verbindungsbereich abzutragen. Zur Erzeugung form wird ein Epoxyketten-Haftmittel auf die Stirnsei- 
der Strahlung hoher Energiedichte wird bevorzugt ein ten von Fliissigicristallanzeige-Schaltungssubstraten 1 
Excimeriaser im tntravioiettbereich mit einer Wellen- aufgebracht, welche wechselseitig aneinandergefilgt 
JInge von 308 nm und einer AusgangsJeistung von 1 mj werden. Ein Basissubstrat V wird an die Ruckflache des 
verwendet 15 Schaltungssubstrates angefQgt, um die mechanische Fe- 

Dann wird Strahlung hoher Energiedichte 10 (in die- stigkeit, wie in Fig. 2a gezeigt zu erhdhert 
sem Fall ein Nd:YAG-Laser mit einer Wellenlange von Strahlung hoher Energiedichte 10 wird auf einen Teil 
1,06 \xm und einer Ausgangsleistung von 0,5 W) auf ei- des Haftmittels 8 gestrahlt, das vom Verbindungsbe- 
nen Teil des Hochpolymerketten-Haftmittels 8 auf die reich zwischen den benachbarten Schaltungssubstraten 
Verbindungsstelie zwischen den benachbarten Schalt- 20 1 hervorsteht um einen karbonisierten Bereich 11 zu 
substraten 1 gestrahlt um diese zu karbonisieren und so biiden, wie es in Fig. 2b gezeigt ist 
einen in Fig. lb dargestellten karbonisierten Bereich zu Weiterhin wird eine dQnne Metallschicht 12 als elek- 
bilden. Dementsprechend werden die Leitungen auf den trisch leitende Schicht durch ein chemisches Aufdampf- 
benachbarten Schaltungssubstraten t durch den karbo- verfahren (CVD) auf dem karbonisierten Abschnitt 11 
nisierten Bereich 11 elektrisch verbunden und biiden 25 gebildet der als Teil des Verbindungsbereiches zwi- 
somit ein FlQssigkristallanzeige-Verbundschaltungssub- schen den Schaltungssubstraten gebildet worden ist, wie 
strat in Fig. 2c gezeigt ist Indem also die elektrisch leitende 

Dann wird ein Gegensubstrat 3 auf das Verbund- dQnne metallische Schicht 12 auf dem karbonisierten 
Schaltungssubstrat 1 mit einem ausreichenden Zwi- Abschnitt 11 gebildet wird, kann eine elektrische Ver- 
schenraum (so wie etwa 5- 10 \im) unter Verwendung 30 bindung der Leitungen 9 auf dem Schaltungssubstrat 1 
von Abstandhaltern 5 aufgebracht und der AuBenum- sicher und stabil erhalten werden. Beim chemischen 
fang zwischen dem Gegensubstrat 3 und dem Schal- Aufdampfverfahren (CVD) wird ein Excimeriaser (einer 
tungssubstrat 1 wird mit Hilfe eines Haftmittels 4 abge- Wellenlange von 308 nm), der im ultravioletten Bereich 
dichtet Danach wird FlQssigkristall 2 in den Raum ge- schwingt, fQr die Strahlung hoher Energiedichte und 
fQllt, um so eine Verbund-FlOssigkristallanzeige wie in 35 W(CO)e als Reaktionsgas verwendet Die Dicke der Me- 
Flg. lc gezeigt zu biiden. Als Gegensubstrat 3 kann ei- tallschicht 12betrlgt etwa 2000 A. 
nes verwendet werden, das durch AneinanderfQgen ei- Dann wird ein Gegensubstrat 3 auf den Schaltungs- 
ner Vieizahi von Gegensubstraten gebildet ist substraten 1 angebracht die mit einem geeigneten Ab- 

GemSB der beschriebenen AusfQhrungsform der Er- stand unter Verwendung von Abstandshaltern 5 ver- 
findung kann der Fugebereich der Verbund-Flussigkri- 40 bunden worden sind Der AuBenumfang des Gegensub- 
stallanzeigereduziert werden, da eine Vieizahi von FlQs- strates 3 zum Schaltungssubstrat wird unter Verwen- 
sigkristallanzeige-Schaltungssubstraten nebeneinander- dung eines Haftmittels 4 abgedichtet FlOssigkristall 2 
liegendangeordnetist,wobeidieeinanderzugewandten wird in den freien Raum geftlllt um so eine Verbund- 
Stirnseiten aneinandergeftigt sind und die benachban Flussigkristallanzeige zu biiden. In derselben Weise wie 
zueinanderliegenden Schaltungssubstrate elektrisch 45 bei der ersten AusfQhrungsform kann das Gegensub- 
verbunden sind, so daB auf einfache Weise eine groBe strat gebildet werden, indem eine Vieizahi von Gegen- 
Anzeigeflache erhalten werden kann, ohne daB eine substraten aneinandergefQgt werden. 
Person, die die Anzeige beobachtet Unbehagen empfin- Wenn bei der zweiten AusfQhrungsform der leitende 
det Da weiterhin die Schaltungssubstrate untereinan- dQnne metallische Film auf dem karbonisierten Bereich 
der mechanisch und elektrisch verbunden sind, ist es 50 11 gebildet wird, wird die elektrische Verbindung der 
mdglich, sie zu handhaben, als ob sie ein einziges Schal- Leitungen 9 auf dem Schaltungssubstrat sicher und sta- 
tungssubstrat darstellen wurden, und es ist unndtig, fQr bil erhalten. 

jedes der Substrate einen Treiberkreis vorzuseben. Da- Die Fig. 3a bis 3d zeigen eine andere AusfOhrungs- 
her ist ein einziger Treiberkreis ausreichend, der auf form der vorliegenden Erfindung. 
einfache Weise an die Verbund-FlOssigkristallanzeige 55 Wie in Fig. 3a gezeigt werden FlQssigkristallanzeige- " 
angebracht wird Dementsprechend kann die Bautiefe Schaltungssubstrate I nebeneinanderiiegend angeord- 
der FlQssigkristallanzeige verringert werden. net und die gegenUberliegenden Stirnseiten der Schal- 

Da daruber hinaus die FlQssigkristallanzeigesubstrate tungssubstrate 1 werden mit einem Epoxyketten-Haf t- 
getrennt als kleine Einheiten hergestellt werden, kdnnen mittei aneinandergefQgt Weiterhin wird ein Basissub- 
die folgenden Probleme ausgeschaltet werden: erhohte 60 strat V an der RQckseite des Schaltungssubstrates 1 
Gefahr des Aufbrechens einer Leiterbahn und des angefQgt, um die mechanische Festigkeit zuerhdhen. 
Kurzschlusses aufgnmd von Staubablagerungen w&h- Dann wird Strahlung hoher Energiedichte 10 auf ei- 
rend der Filmbildungszeit beim Herstellen eines groBen nen Teil des Hochpolymerketten-Haftmittels 8 am Ver- 
FlQssigkristallanzeige-Schaltungssubstrates, Schwan- bindungsbereich der Schaltungssubstrate 1 gestrahlt 
kungen in den elektrischen Eigenschaften aufgrund un- es um so eine aufgerauhte Oberfiache 13 zu biiden, wie es 
gleichfCrmiger Qualitdt des Filmes auf dem Substrat in Fig. 3b gezeigt ist Als Strahlung hoher Energiedichte 
und Schwierigkeiten beim Handhaben und Transportie- wird bevorzugt die zweite Oberschwingung eines 
ren des Substrates wahrend der Herstellungsschritte. Nd:Y AG-Lasers (mit einer Wellenlange von 0£3 \im) 
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verwendet 

Wie in Fig. 3c gezeigt, wird eine elektrisch leitende 
dQnne metallische Schicht 10 gebiidet, indem ein Licht- 
CVD-Verfahren auf die aufgerauhte Oberflache 13 an- 
gewendet wird, die durch BestrahJen mit der Slrahlung 5 
hoher Energiedichte 10 auf das Hochpolymerketten- 
Haftmittel 8 gebiidet worden ist, welches benutzt wor- 
den ist, urn die Schaltungssubstrate 1 aneinanderzufQ- 
gen, wodurch die elektrische Verbindung der Leitungen 
auf den anliegenden Schaltungssubstraten 1 sicher und to 
stabil erhalten werden kann. FQr das Licht-CVD-Ver- 
fahren wird bevorzugt ein Excimerlaser (einer Wellen- 
lange von 308 nm), der im ultravioletten Bereich 
schwingt, als Strahlung hoher Energiedichte benutzt, 
und W(CO)6 wird bevorzugt als Reaktionsgas verwen- 15 
det Die Dicke des dQnnen MetaUfilms 12 betrtgt bevor- 
zugt etwa 2000 A. 

Ein Gegensubstrat 3 wird auf dem verbundenen 
Schaltungssubstrat 1 mit ausreichendem Zwischenraum 
angebracht, wobei Abstandhalter 5 verwendet werden. 20 
Der AuBenumfang des Gegensubstrates 3 wird in bezug 
auf das verbundene Schaltungssubstrat 1 mit Hilfe eines 
Haftmittels 4 abgedichtet FIQssigkristall 2 wird in den 
Zwischenraum eingeftillt, um so eine.Verbund-FlOssig- 
kristallanzeige zu bilden. In diesem Fall kann das Ge- 25 
gensubstrat durch Verbinden einer Vielzahl von Gegen- 
substraten aufgebaut sein. 

Die Verbund-FiQssigkristallanzeige; die gemiB der 
dritten AusfQhrungsform hergesteilt worden ist, hat die- 
selben Funktionen wie die weiter oben beschriebenen 30 
AusfQhrungsformen. 

Die Fig. 4a bis 4c, Fig. 5a bis 5d und Fig. 6a bis 6d sind 
jeweils Darstellungen anderer AiisfQhrungsformen der 
Verfahren zum Herstellen einer Verbund-FlQssigkri- 
stallanzeige in der Abfolge der Herstellungsschritte ge- 35 
mafi der vorliegenden Erfindung. 

Bei der fQnften und sechsten AusfQhrungsform wird 
ein unter Einflufl von Ultraviolettstrahlung hartendes 
Haftmittel benutzt, das durch Strahlung hoher Energie- 
dichte ausgehartet wird. Die Schritte, die auf den Schritt 40 
des Hartens des Haftmittels folgen, sind dieselben wie in 
den oben beschriebenen AusfOhrungsformen. 

Wie in deh Fig. 4a, 5a bzw. 6a gezeigt, wird ein Hoch- 
polymerketten-Haf tmittel 8 auf die Stirnseiten des FlQs- 
sigkristallanzeige-Schaltungssubstrates 1 aufgebracht, 45 
und die Schaltungssubstrate 1 werden durch Inkontakt- 
bringen der mit dem Haftmittel Qberzogenen Endfla- 
chen aneinandergefOgt Strahlung hoher Energiedichte 
10 wird auf den Verbindungsbereich des Schaltungssub- 
strates gestrahlt, um das Haftmittel auszuharten. In die- 50 
sem Fall wird bevorzugt ein unter EinfluB ultravioletter 
Strahlung aushartendes Haftmittel (z. B. TB 3054, her- 
gesteilt durch Three Bond Inc.) verwendet, und ein Ex- 
cimerlaser, der im ultravioletten Bereich schwingt, wird 
bevorzugt fur die Strahlung hoher Energiedichte ver- 55 
wendet Die Strahlung des Lasers wurde mit einer Anre- 
gungsspannung von 10 kV und einer Wiederholungs- 
zahl von 20 pps gefuhrt 

Dann wird die Strahlung hoher Energiedichte auf ei- 
nen Teil des Hochpolymerketten-Haftmittels 8 ge- eo 
strahlt, das an dem Verbindungsbereich zwischen den 
Schaltungssubstraten 1 ausgehartet worden ist, um so 
ein en karbonisierten Bereich 11 (Fig. 4b und Fig. 5b) 
oder eine aufgerauhte Oberflache 13 (Fig. 6b) zu bilden. 
Weiterhin wird eine elektrisch leitende dQnne Metall- 65 
schicht 12 auf dem karbonisierten Bereich 11 in der 
gleichen Weise wie bei den oben beschriebenen AusfQh- 
rungsformen gebiidet (Fig. 5c), oder eine elektrisch lei- 



tende dQnne Metallschicht 12 wird auf der aufgerauhten 
Oberflache 13 in derselben Weise wie bei den oben 
beschriebenen AusfQhrungsformen gebiidet (Fig. 6c)u 

Danach wird eine Verbund-FlQssigkristallanzeige 
durch Verwenden der verbundenen Schaltungssubstra- 
te 1 und anderer Elemente aufgebaut (Fig. 4c, Fig, 5d 
und Fig. 6d). 

Die siebte AusfQhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung wird mit Bezug auf die Fig. 7a bis 7c beschrieben. 

Wie in Fig. 7a gezeigt, wird ein Hochpolymerketten- 
Haftmittel 26 auf die Stirnseiten von Flussigkristallan- 
zeige-Schaltungssubstraten 21, die einander gegenQber- 
liegen, aufgebracht, und diese Stirnseiten der Schal- 
tungssubstrate 21 werden wechselseitig zum Aneinan- 
derfQgen aneinandergedruckt Ein Basissubstrat (nicht 
gezeigt) kann auf die RQckseite der Schaltungssubstrate 
21 aufgebracht werden, um die mechanische Festigkeit 
zu erhshen. Die Dicke des FQgebereiches an den End- 
flachen der Schaltungssubstrate, die auf diese Weise 
verbunden wurden, betrug etwa 50 p.m, was kleiner war 
als die Lange einer Seite eines Bildelementes in einer 
Flussigkristallanzeige. 

Da das Haftmittel 26 vor dem Ausharten viskos ist, 
steht es von der Oberflache der Schaltungssubstrate 21 
nach dem Druckkontakt der Schaltungssubstrate her- 
vor. Wie nachstehend beschrieben wird, ist es notwen- 
dig, daB der Abstand zwischen den Schaltungssubstra- 
ten 1, die verbunden werden, und einem Gegensubstrat 
23 im Bereich von 5 um— 10 \im liegt. Wenn daher das 
Haftmittel in den Raum ragt, entsteht ein f Or die Bildung 
eines gleichfdrmigen Bereiches nachteiliger Vorsprung. 
Wenn weiterhin ein Leitungsmuster auf dem von der 
Flache der Schaltungssubstrate im Verbindungsbereich 
hervorstehenden Haftmittel gebiidet wird, kann ein 
KurzschluB zum Gegensubstrat 23 stattfinden. Demge- 
maB muB der Vorsprung des Haftmittels entfernt wer- 
den. 

In Fig. 7b werden Laserstrahlen 27 auf das vom Ver- 
bindungsbereich hervorstehende Haftmittel gestrahlt, 
um den Vorsprung abzuatzen, bis der Hdhenunter- 
schied zwischen der Flache der Schaltungssubstrate 21 
und der oberen Flache des ge&tzten Haftmittels 5 \im 
oder weniger betragt FQr die Laserstrahlung 27 wurde 
mit einem Excimerlaser, der im Ultraviolettbereich 
schwingt (1 mJX fQr einige Sekunden eingestrahlt, um 
einen Hdhenunterschied im Bereich von 2—3 ujii zu 
erhalten. Ein Leitungsmuster kann nach dem Glattungs- 
vorgang wie oben beschrieben gebiidet werden, wobei 
ein kleiner Treiberkreis ausgebildet werden kann. 

In Fig. 7c wird das Gegensubstrat 23 auf den verbun- 
denen Schaltungssubstraten 21 mit einem geeigneten 
Zwischenraum (5 urn— 10 urn) aufgebracht, und der 
Umfang des Gegensubstrates 23 wird gegenQber den 
Schaltungssubstraten 21 durch Verwendung eines Haft- 
mittels 24 abgedichtet Dann wird FlOssigkristall 22 in ■ 
den Zwischenraum eingefQUt, um so eine Verbund-FlQs- 
sigkristallanzeige zu bilden. Das Gegensubstrat 23 kann 
durch Verbinden einer Vielzahl von Substraten in der- 
selben Weise wie die Schaltungssubstrate 21 aufgebaut 
werden. 

Bei der siebten AusfQhrungsform wird ein unter Ein- 
fluB ultravioletter Strahlung aushartendes Haftmittel 
verwendet, und der Excimerlaser, der im ultravioletten 
Bereich schwingt, wird verwendet, um das Haftmittel 
auszuharten. Dementsprechend wird die Aushartezeit 
des Haftmittels verkQrzt, und die mechanische Verbin- 
dung zwischen den Substraten kann auf einfache Weise 
erreicht werden. 
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AIs Haf traittel kann auBer dem Epoxydhaf tmittel und 
dem durch Ultraviolettstrahlung hfirtbaren Haftmittel 
ein Polimid, ein Urethan, ein Acryl oder ein anderes 
geeignetes HaftmitteJ verwendet werden, Es kann auch 
ein anorganisches Haftmittel verwendet werden. Bei- 5 
spielsweise kann Natriumsilikat (Wasserglas) verwen- 
det werden, solange es bei der Verwendung nicht erhitzt 
werden muB. 

In den obenbeschriebenen AusfOhrungsformen war 
die Beschreibung darauf gerichtet, StrahJung hoher 10 
Energiedichte zu verwenden, um das unter EinfluB von 
Ultraviolettstrahlung aushSrtende Haftmittel zu harten. 
Jedoch kdnnen andere MaBnahmen verwendet werden. 
Weiterhin kann eine Kombination eines warmeharten- 
den Haftmittels und der Strahlung hoher Energiedichte 15 
zum Hfirten des Haftmittels verwendet werden. In die- 
sem Fall wird beispielsweise ein Nd:Y AG-Laser mit 
kontinuierlicher Wellenifinge (CW) mit einer Leistung 
von 0,5 W, einem rhmktdurchraesser von 100 \im und 
einer Abtastgeschwindigkeit von 10 nm/s bevorzugt fur 20 
die Strahlung hoher Energiedichte eingesetzt. 

Das Basissubstrat ist nicht immer notwendig, um die 
verbundenen Schaltungssubstrate zu verstaricen. Wenn 
es jedoch verwendet wird, ist es nGtzlich, wenn ein Fiih- 
rungselement darauf ausgebildet ist, um die Position der 25 
Schaltungssubstrate festzulegen, die mit dem Basissub- 
strat verbunden werden sollen. Dieses erleichtert die 
Verbindung einer Anzahl von Schaltungssubstraten auf 
dem Basissubstrat 

Die elektrisch leitende dtinne Metallschicht kann au- 30 
Ber durch das optische CVD-Verfahren durch ein Auf- 
dampfverfahren gebildet werden, durch ein Galvanisier- 
verfahren, durch ein Zerstaubungsverfahren oder der- 
gleichen. ZusStzIich kann eine elektrisch leitende orga- 
nische Schicht eines Materials wie Polyacetylen, Poly- 35 
p-phenylen, Polypyrol oder dergleichen unter Verwen- 
dung des obenbeschriebenen Verfahrens gebildet wer- 
den. 

In den obenbeschriebenen Ausftthrungsformen wird 
die erste Oberschwingung eines Nd.-YAG-Lasers fQr die 40 
Strahlung hoher Energiedichte zum Karbonisieren ei- 
nes hochpolymeren Materials, die zweite Oberschwin- 
gung eines NdrYAG-Lasers fiir die Strahlung hoher 
Energiedichte zum Ausbilden einer auigerauhten Ober- 
fiache auf einem hochpolymeren Material verwendet, 45 
und ein Excimerlaser wird fQr die StrahJung hoher Ener- 
giedichte verwendet, um das optische CVD-Verfahren 
durchzuf Qhren. Jedoch kann auch ein COz-Gaslaser fur 
die Strahlung hoher Energiedichte zum Karbonisieren 
und Aufrauhen abhangig von der Art des hochpolyme- 50 
ren Materials verwendet werden- Ein Ar- Laser oder ein 
Xe-Laser kdnnen abhangig vom Materia] verwendet 
werden, das durch das optische CVD-Verfahren gebil- 
det wird Bei der vorliegenden Erfindung ist Laserstrab- 
Iung nicht immer notwendig, es kann Elektronenstrah- 55 
lung, Ionenstrahlung und andere Strahlung hoher Ener- 
giedichte eingesetzt werden. Diese Strahlung kann ge- 
eignet ausgewahlt werden, abhangig von der Art des 
Materials, das verwendet wird. . 

Die vorliegende Erfindung kann nicht nur zur Her- 60 
stellung eines Flflssigkristallanzeigesubstrates verwen- 
det werden, sondern auch zur Herstellung eines LSI- 
Substrates (large scale integrated circuit — hochinte- 
grierter Schaltkreis), ein gedrucktes Leitungssubstrat 
oder ein anderes Leitungssubstrat 65 
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Patentansprflche 

1. Verfahren zum Herstellen eines Verbund-Schal- 
tungssubstrates mit mindestens zwei Substraten, 
die auf ihrer Hauptflache je ein Leitungsmuster (9) 
aufweisen,wobei 

a) die beiden Substrate (1) an ihren Stirnseiten 
mit einem dazwischen befindlichen Haftmittel 
(8) kraftschlQssig zusammengef Qgt werden, 

b) das Haftmittel zwischen gegehuberliegen- 
den Kontakten anschlieflend elektrisch leitend 
gemacht und dadurch beide Leiterplatten lei- 
tend verbunden werden und 

c) die anderen Bereiche des Haftmittels zwi- 
schen den Leiterplatten nichtleitend belassen 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem das Haftmit- 
tel ein hochpolymeres Haftmittel oder Hochpoly- 
merketten-Haftmittel ist und bei dem Strahlung mit 
einer hohen Energiedichte auf einen Teil des FQge- 
bereiches gestrahlt wird, um so einen karbonisier- 
ten Bereich zu erzeugen, durch den die elektrische 
Verbindung bewirkt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem eine elek- 
trisch leitende Schicht auf dem karbonisierten Ab- 
schnitt gebildet wird, wodurch die benachbarten 
Substrate elektrisch verbunden werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Haftmit- 
tel ein hochpolymeres Haftmittel oder Hochpoly- 
merketten-Haftmittel ist und bei dem Strahlung mit 
einer hohen Energiedichte auf einen Teil des Fiige- 
bereiches gestrahlt wird, um so eine aufgerauhte 
Oberflache zu erzeugen, und bei dem eine elek- 
trisch leitende Schicht auf dem karbonisierten Ab- 
schnitt gebildet wird, wodurch die benachbarten 
Substrate elektrisch verbunden werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Verbundschal- 
tungssubstrat ein FlQssigkristall-Verbund-Schal- 
tungssubstrat ist 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Laserstrahlung auf einen Bereich des 
Haftmittels zum Abtragen des Bereiches, der aus 
der Oberflache der Substrate durch deren Druck- 
kontakt hervorragt, gestrahlt wird, so daB der Ho- 
henunterschied zur Oberflache des Substrates 
hdchstens 5 pm betrigt, und ein Gegensubstrat 
aber dem Substrat mit einem Zwischenraum ange- 
ordnet wird und in den Zwischenraum Fhlssigkri- 
stail eingebracht wird 
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